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Тема дисертації:
1. Фізичні основи модифікації властивостей кристалів АIIВVI формуванням природно упорядкованої
дефектної структури

2. Physical basis of modification of AIIBVI crystal properties by forming the naturally ordered defect structure.

Реферат:
1. Об'єкт: широкозонні кристали АIIВVI, вирощені в різних умовах та піддані дії екстремальних зовнішніх
впливів. Мета: розробка фізичних основ модифікації властивостей кристалів АIIВVI формуванням природно
упорядкованої дефектної структури. Методи: оптична мікроскопія, фотопружності, рентгеноструктурний
аналіз, скануюча електронна мікроскопія, резонансу-антирезонансу, лінійне теплове розширення,
діелектрична та фотодіелектрична спектроскопія. Встановлено, що упорядкована сукупність дефектів
структури, яка виникає при рості кристалів в істотно нерівноважних умовах, і пов'язані з цими дефектами
внутрішні поля обумовлюють якісні зміни акустичних, теплових, діелектричних та фотоелектричних
властивостей кристалів. Модифікація властивостей також відбувається у результаті виникнення
упорядкованої дефектної структури й еволюції внутрішніх полів при екстремальних зовнішніх впливах.



Запропоновано оригінальний метод скануючої фотодіелектричної спектроскопії, який забезпечує
визначення енергетичного спектра локалізованих станів носіїв та приповерхневого електростатичного
потенціалу. Встановлені необоротні зміни енергетичного спектра локалізованих станів та приповерхневого
електростатичного потенціалу, обумовлені дією малих доз іонізуючого випромінювання. Галузь
використання: фізика твердого тіла.

2. The object: wide band-gap AIIBVI crystals grown under various conditions and exposed to extreme external
effects. The aim: development of physical basis of modification of AIIBVI crystal properties by forming the naturally
ordered defect structure. Investigation methods: optical microscopy, photoelasticity, X-ray structure analysis,
scanning electron microscopy, method of "resonance-antiresonance", linear thermal expansion, dielectric and
photodielectric spectroscopy. It was found that growth in essentially non-equilibrium conditions forms the
ordered assemblage of structure defects causing respective internal fields. This leads to essential changes in
acoustic, thermal, dielectric, and photoelectric crystals properties. The properties also become modified due to
forming the ordered defect structure and to evolution of internal fields under extreme external actions. An original
method of scanning photodielectric spectroscopy was proposed, which provides measuring of the energy position
and sub-surfaceelectrostatic potential in semiconductors. These peculiarities were connected with ordered arrays
of two-dimensional structure defects, Te dopant atoms, influence of uniaxial compression and stationary electric
field. Irreversible changes in the energy spectrum and sub-surface electrostatic potential connected with the
influence of small dozes of ionizing radiation were revealed. Field of application: physics of solid state.
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